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Sposéb kompensacji wptywu napie¢ zasilania na czestotliwo$¢ generacji
tranzystorowych generatoréw wielkiej czestotliwosci

Przedmiotem wynalazku jest sposéb kompensacji wptywu napie¢ zasilania na czestotliwos$é generacji
_tranzystorowych generatoréw wielkiej czestotliwosci, zwtaszcza generatoréw wobulowanych wykorzystujgcych
zjawisko modulacji kata fazowego transmitancji yo1p tranzystora, przy réwnoczesnej modulacji pojemnosci
ztgcza kolektorowego tego tranzystora.

W znanych sposobach realizacji generatoréw tranzystorowych wielkiej czestotliwosci, przy czestotliwos-
ciach generacji rzedu 100 MHz i wyzszych, pojemnosé ztgcza kolektorowego tranzystora generacyjnego stanowi
istotng cze$¢é — zazwyczaj 10% do 100% — pojemnosci obwodu rezonansowego. Pojemnos$¢ ztgcza kolektorowe-
go tranzystora przy zmianach napiecia polaryzacji zachowuje sie jak typowy waraktor. Wartoéé’tej pojemnosci
silnie zalezy od wartosci napiecia polaryzacji ztgcza kolektorowego. Stad w znanych rozwigzaniach tranzystoro-
wych generatoréw wielkiej czestotliwosci z reguty wymagana jest stabilizacja napiecia polaryzacji ztacza
kolektorowego tranzystora generacyjnego.

Podobnie zmiana pradu polaryzacji emitera (kolektora) tranzystora w znanych sposobach realizacji
generatoréw tranzystorowych wielkiej czestotliwosci pociaga za sobg zmiane czestotliwosci generacji, przede
wszystkim na skutek zmian czestotliwosci granicznej tranzystora fr oraz kata fazowego transmitancji y21p
tranzystora.

O duzym wptywie napiecia polaryzacji ztgcza kolektorowego i pragu polaryzacji emitera (kolektora)
tranzystora na czestotliwo$¢ generacji Swiadczy znane rozwigzanie tranzystorowego generatora wobulowanego
wielkiej czestotliwosci, w ktérym wykorzystano réwnoczesnie oba te zjawiska dla uzyskania liniowego przestraja-
nia generatora wielkiej czestotliwosci w funkcji napiecia sterujacego, przy czym przy statej wartosci napigcia
zasilania uzyskiwano zmiang polaryzacji ztgcza kolektorowego dzieki wtaczeniu w obwéd kolektora rezystora,
na ktérym powstawat spadek napiecia wywotany aktualng wartosciag pradu kolektora.

Celem wynalazku jest opracowanie takiego sposobu polaryzacji tranzystora generacyjnego pracujgcego
w uktadzie generatora wielkiej czestotliwosci z moZliwosciq wobulacji, przy ktérym bez stosowania stabilizacji
punktu pracy tranzystora, zmiana napig¢ zasilania bedzie powodowata mozliwie mate zmiany czestotliwosci
generacji, co najmniej orzgd mniejsze od zmian czestotliwo$ci znanych dotychczas uktadéw generatoréw
tranzystorowych wielkiej czestotliwosci.
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Cel ten zostat osiagniety przez to, Ze przy wigczonym w obwdd kolektora rezystorze, na ktorym powstaje
spadek napigcia wywotany przeptywem pradu kolektora, emiter tranzystora polaryzuje si¢ pradem ze zrodta,
ktorego wydajno$¢ pradowa Ig jest liniowa funkcja zaréwno napigcia wobulujacego Usgyq - jak i napiecia zasilania
obwodu kolektorowego Ucc — wyrazajaca sie¢ wzorem:

le = ko +kq Ugter + k2 Ucc

przy czym wartosci iznaki wsp6tczynnikéw ko, k; ik, dobrane s tak, Ze zmiana wartosci napiecia
wobulujacego Ugie, powoduje wobulacje generatora, natomiast zmiana warto$ci napiecia zasilania obwodu
kolektorowego Ucc powoduje zmiang czgstotliwosci generacji w kierunku przeciwnym niz zmiana wydajnosci
pradowe;j |, zachowujac praktycznie bez zmiany czestotliwo$¢ generacji generatora wielkiej czestotliwosci.

Sposéb wedtug wynalazku jest blizej objasniony na przyktadowym, uproszczonym schemacie ideowym
generatora wielkiej czestotliwosci podanym na zatgczonym rysunku, na ktérym prad polaryzacji jest zaznaczony
strzatka.

Tranzystor generacyjny T, pracujacy w uktadzie OB ma ztacze kolektorowe spolaryzowane napieciem
(Ucc — Ic1Rk). Dtawik DL2 ikondensator C4 umozliwiaja doprowadzenie tego napiecia polaryzacji do
kolektora tranzystora T1. Ztacze emiterowe tranzystora T1 polaryzowane jest pradem kolektora tranzystora T2
za posrednictwem d{aW|ka Dt1.

Wzmacniacz zbudowany na tranzystorach T2 i T3 i rezystorach R1, R2 R3 i R4 petni funkcje zrédta
pragdowego o wydajnosci

le = ko + ki Uster + k2 Ucc =

(R, + R,)R; R,
= Ko = Uggor + - Uce
Rl . Rz ¢ R4 Rl * R4

Wzrost pragdu Iz emitera, lub zmniejszenie napigcia polaryzacji kolektora tranzystora T1 powoduja
obnizenie czestotliwosci generacji.

Wspomniany tranzystor T1 pracuje w uktadzie generatora wielkiej czestotliwosci, przy czym dostrojcze
kondensatory C1, C2 i C3 tacznie z indukcyjnoscia cewki L1 decyduja o $redniej czestotliwosci geferacji oraz
o dopasowaniu do obcigZenia. Dtawik Dt2 ikondensator C4 stanowig odsprzgienie w obwodzie kolektora
tranzystora T1, ktory jest zasilany przez rezystor Rg.

Jak widac ze wzoru, zmniejszenie napigcia Ucc pociaga za soba zmniejszenie pradu Ig emitera tranzystora
co przeciwdziata zmianie czestotliwosci generacji.

Natomiast przy zmianie napiecia Ug,, nastgpuje sumowanie si@ wptyw 5w pradu Ig emitera jak i napigcia
kolektora na czestotliwos¢ generacji. Zmniejszenie prady emitera pociaga za sobg wzrost napiecia polaryzacji
kolektora i w sumie skuteczne zwiekszenie czestotliwosci generacji.

W przyjetym rozwigzaniu uktadowym generatora wielkiej czestotliwo$ci zastosowano pomaocnicze ujemne
zasilanie o napigciu Ugg dla zasilania wzmacniacza sterujacego na tranzystorach T2 i T3.

ZastrzeZenie patentowe

Sposéb kompensacji wptywu napieé zasilania na czestotliwo$é generacji tranzystorowych generatoréw
wielkiej czestotliwosci, zwtaszcza wobulowanych, w ktérych w obwdd kolektora tranzystora generacyjnego jest
wtgczony rezystor, znamienny tym, Ze polaryzacji emitera tranzystora dokonuje sie prgdem bedgcym
liniowa funkcjg tak napigcia wobulujacego (U, ) jak i napiecia zasilania obwodu kolektorowego (Ucc).
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